
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ａ．絶縁性支持基板の一表面には複数の配線が形成されており、前記配線は少なくとも半
導体チップ電極と 接続するインナー接続部及び半導体チ
ップ搭載領域部を有すものであり、
Ｂ．前記絶縁性支持基板には、前記絶縁性支持基板の前記配線が形成されている箇所であ
って前記インナー接続部と導通するアウター接続部が設けらる箇所に、開口が設けられて
おり、
Ｃ．前記配線の半導体チップ搭載領域部を含めて前記半導体チップが搭載される箇所に、
後に形成される絶縁性のフィルム状接着材の平板性を維持するための少なくとも１つ以上
の金属パターンが形成されている
ことを特徴とする半導体パッケージ用チップ支持基板。
【請求項２】
絶縁性支持基板の絶縁性フィルム状接着材が載置形成される箇所に、少なくとも１個の第
一の貫通穴が設けられている請求項１記載の半導体パッケージ用チップ支持基板。
【請求項３】
絶縁性支持基板には半導体チップ封止用の封止樹脂が被覆される封止領域が設けられ、前
記封止領域には少なくとも１個の第二の貫通穴が設けられている請求項１又は２記載の半
導体パッケージ用チップ支持基板。
【請求項４】
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金属パターンが複数個形成され、相互間の間隔が１ミリメートル以下である請求項１～３
記載の半導体パッケージ用チップ支持基板。

【請求項５】
複数個の金属パターンが、均等配置されてなる請求項４記載の半導体パッケージ用チップ
支持基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体パッケージ用チップ支持基板に関する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体の集積度が向上するに従い、入出力端子数が増加している。従って、多くの入出力
端子数を有する半導体パッケージが必要になった。一般に、入出力端子はパッケージの周
辺に一列配置するタイプと、周辺だけでなく内部まで多列に配置するタイプがある。前者
は、ＱＦＰ（Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａｇｅ）が代表的である。これを多端子化す
る場合は、端子ピッチを縮小することが必要であるが、０．５ｍｍピッチ以下の領域では
、配線板との接続に高度な技術が必要になる。後者のアレイタイプは比較的大きなピッチ
で端子配列が可能なため、多ピン化に適している。従来、アレイタイプは接続ピンを有す
るＰＧＡ（Ｐｉｎ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）が一般的であるが、配線板との接続は挿入型
となり、表面実装には適していない。このため、表面実装可能なＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒ
ｉｄ　Ａｒｒａｙ）と称するパッケージが開発されている。
【０００３】
一方、電子機器の小型化に伴って、パッケージサイズの更なる小型化の要求が強くなって
きた。この小型化に対応するものとして、半導体チップとほぼ同等サイズの、いわゆるチ
ップサイズパッケージ（ＣＳＰ；　Ｃｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）が提案されて
いる。これは、半導体チップの周辺部でなく、実装領域内に外部配線基板との接続部を有
するパッケージである。具体例としては、バンプ付きポリイミドフィルムを半導体チップ
の表面に接着し、チップと金リード線により電気的接続を図った後、エポキシ樹脂などを
ポッティングして封止したもの（ＮＩＫＫＥＩ　ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ　＆　ＴＥＣＨＮＯ
ＬＯＧＹ　９４．４，Ｎｏ．１４０，ｐ１８ー１９）や、仮基板上に半導体チップ及び外
部配線基板との接続部に相当する位置に金属バンプを形成し、半導体チップをフェースダ
ウンボンディング後、仮基板上でトランスファーモールドしたもの（Ｓｍａｌｌｅｓｔ　
ＦｌｉｐーＣｈｉｐーＬｉｋｅ　Ｐａｃｋａｇｅ　ＣＳＰ；　ＴｈｅＳｅｃｏｎｄ　ＶＬ
ＳＩ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ，ｐ４６ー５０，１９
９４）などがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来提案されている半導体パッケージの多くは、小型で高集積度化に対応
できかつパッケージクラックを防止し信頼性に優れしかも生産性に優れるものではない。
本発明は、パッケージクラックを防止し信頼性に優れる小型の半導体パッケージの製造を
可能とする半導体パッケージ用チップ支持基板を提供するものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の半導体装置用チップ支持基板は、以下のことを特徴とする。
（１）
Ａ．絶縁性支持基板の一表面には複数の配線が形成されており、前記配線は少なくとも半
導体チップ電極と 接続するインナー接続部及び半導体チ
ップ搭載領域部を有すものであり、
Ｂ．前記絶縁性支持基板には、前記絶縁性支持基板の前記配線が形成されている箇所であ
って前記インナー接続部と導通するアウター接続部が設けらる箇所に、開口が設けられて
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おり、
Ｃ．前記配線の半導体チップ搭載領域部を含めて前記半導体チップが搭載される箇所に、
後に形成される絶縁性のフィルム状接着材の平板性を維持するための少なくとも１つ以上
の金属パターンが形成されている
ことを特徴とする半導体パッケージ用チップ支持基板。
（２）絶縁性支持基板の絶縁性フィルム状接着剤が載置形成される箇所に、少なくとも１
個の第一の貫通穴が設けられている（１）記載の半導体パッケージ用チップ支持基板。
（３）絶縁性支持基板には半導体チップ封止用の封止樹脂が被覆される封止領域が設けら
れ、前記封止領域には少なくとも１個の第二の貫通穴が設けられている（１）又は（２）
記載の半導体パッケージ用チップ支持基板。
（４）金属パターンが複数個形成され、相互間の間隔が１ミリメートル以下である（１）
～（３） 記載の半導体パッケージ用チップ支持基板。
（５）複数個の金属パターンが、均等配置されてなる（４）記載の半導体パッケージ用チ
ップ支持基板。
【０００６】
【発明の実施の形態】
絶縁性支持基板としては、ポリイミド、エポキシ樹脂、ポリイミド等のプラスチックフィ
ルム、ポリイミド、エポキシ樹脂、ポリイミド等のプラスチックをガラス不織布等基材に
含浸・硬化したもの等が使用できる。
絶縁性支持基板の一表面に複数の配線を含む金属パターン形成すには、銅箔をエッチング
する方法、所定の箇所に銅めっきをする方法、それらを併用する方法等が使用できる。
絶縁性支持基板に外部接続部、第一の貫通穴（貫通穴（ａ））及び第二の貫通穴（貫通穴
（ｂ））などの開口を設けるには、ドリル加工やパンチングなどの機械加工、エキシマレ
ーザや炭酸ガスレーザなどのレーザ加工等により行うことができる。接着性のある絶縁基
材等に開口部をあらかじめ設けておいてそれを銅箔等の配線形成用金属箔と張り合わせる
方法、銅箔付きまたはあらかじめ配線が形成された絶縁基材に開口部を設ける方法、それ
らを併用する等が可能である。
インナー接続部と導通するアウター接続部の絶縁性支持基板開口部にハンダボール、めっ
き等によりバンプ等を形成することにより作成することが出来る。これは、外部の基板等
に接続される。
金属パターンとは、アウター接続部、インナー接続部とアウター接続部とを結ぶ展開配線
、展開配線間を結ぶ配線、それらとは独立のダミーパターン、位置合わせ用マーク、文字
・符号等を含む何らかの所定のパターンである。
金属パターンは任意であるが、特に接着フィルム搭載領域はできるだけ均一に配置されて
いることが好ましい。具体的には、絶縁性フィルム状接着材が形成される領域の絶縁性支
持基板には任意の点からその任意の点を含む半径１ミリメートルの範囲に少なくとも１つ
以上の配線が形成されているように配線が配置されていることが好ましい。ここで配線と
は、アウター接続部、インナー接続部とアウター接続部とを結ぶ展開配線、展開配線間を
結ぶ配線、それらとは独立のダミーパターン、位置合わせ用マーク、文字・符号等などを
を含んでいる。
【０００７】
絶縁性のフィルム状接着材は、半導体チップ接続のためのダイボンド材であり、化１
【化１】
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（ただし、ｎ＝２～２０の整数を示す。）
で表されるテトラカルボン酸二無水物（１）の含量が全テトラカルボン酸二無水物の７０
モル％以上であるテトラカルボン酸二無水物と、ジアミンを反応させて得られるポリイミ
ド樹脂、更にエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂からなるフィルム接着材がよい。更にこれに
シリカ、アルミナ、等の無機物質フィラーを含有してなるフィルム状接着材がより好まし
い。厚みについては、絶縁性を確保できる限り薄くしたほうがパッケージ基板の半田ボー
ル搭載、基板へのパッケージ搭載等におけるリフロー工程での不良が低減する。接着前の
接着フィルムの厚みとしては、０．００５ｍｍ以上かつ０．０３０ｍｍ以下が好ましく、
あらゆる基材、配線パターン等に対して安定した耐リフロー性及び絶縁性を示す厚みとし
て０．０１ｍｍ以上かつ０．０２０ｍｍ以下の範囲がより好ましい。
貫通穴（ａ）は、接着フィルム搭載領域に少なくとも１個以上形成される。穴径は特に問
わないが、例えば、０．００１ｍｍ以上かつ１．０ｍｍなどが選択される。配置も特に問
わないが、なるべく均等に複数個配置されていることが好ましく、これらの穴径、配置は
必要な配線パターンに応じて選択される。
貫通穴（ｂ）は、後工程で用いられる封止樹脂と接する部分（ただし、パッケージとして
有効な部分であり、樹脂を注入するためのライナー部などは含まない）に少なくとも１個
以上形成される。穴径は特に問わないが、例えば０．００１ｍｍ以上かつ１．０ｍｍ以下
の径が選択される。配置も特に問わないが、特に、コーナー部、周辺部等に形成しておく
ことが効果的である。形状は、矩形、一体Ｌ字型、円形などがある。複数の穴を封止材コ
ーナ部にＬ字型等に配置して、全体として効果をもたせる方法もある。
【０００８】
本発明の半導体パッケージ用チップ支持基板を使用して半導体パッケージを製造するには
、本発明の半導体パッケージ用チップ支持基板のフィルム状接着材の面に半導体チップを
接着し、半導体チップ電極を支持基板のインナー接続部とワイヤーボンディング等により
接続し、半導体チップの少なくとも半導体チップ電極面を樹脂封止し、支持基板に設けら
れた開口にインナー接続部と導通するアウター接続部（例えばハンダバンプ等）を設ける
ことにより半導体パッケージを製造することが出来る。
【０００９】
【実施例】
図１により、本発明の一実施例について説明する。
ポリイミド接着剤をポリイミドフィルムの両面に塗布した、厚さ０．０７ｍｍのポリイミ
ドボンディングシート１に、アウター接続部２及び貫通穴（ａ）３、貫通穴（ｂ）４を形
成する。貫通穴（ａ）３及び貫通穴（ｂ）４はそれぞれ、後の工程で絶縁性接着材が形成
される箇所及び封止材と接する箇所に形成されている。次に厚さ０．０１８ｍｍの銅箔（
日本電解製、商品名：ＳＬＰー１８）を接着後、インナー接続部５とアウター接続部２ま
での展開配線６及びダミーパターン７（これら２、５、６をまとめて金属パターンと称す
）を通常のエッチング法で形成する。さらに、露出している配線に無電解ニッケルめっき
（膜厚：５μｍ）、無電解金めっき（膜厚：０．８μｍ）を順次施す（不図示）。ここで
は、無電解めっきを使用したが、電解めっきを用いてもよい。次に打ち抜き金型を用いて
フレーム状に打ち抜き、複数組のインナー接続部、展開配線、アウター接続部を形成した
支持基板を準備する（図１ａ）。支持基板の作製方法として市販の２層（銅／ポリイミド
）フレキシブル基板のポリイミドを、レーザ加工によりアウター接続部穴等を形成する方
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法でもよい。
次に支持基板の半導体チップ搭載領域に、ダイボンドフィルム８（日立化成工業株式会社
製、商品名：ＤＦー３３５、厚み０．０１５ｍｍ）を仮接着する（図１ｂ）。仮接着の条
件は接着材の組成にもよるが、例えば温度１６０℃、時間５秒、圧力３ｋｇｆ／ｃｍ２ な
どが用いられる。
図２にここまでの工程で作製した半導体パッケージ用チップ支持基板の平面配置図の一例
を示す。本例のようにインナー端子がチップの両端に配置されている場合のみならず、４
辺側に配置されていている等でもかまわない。
次に、先ほど仮接着したダイボンドフィルムを用いて、半導体チップ９を支持基板の所定
の位置に接着する。接着条件は、例えば温度２２０℃、時間５秒、圧力３００ｇｆ／ｃｍ
２ である。さらに、半導体チップ電極とインナー接続部５を　、金ワイヤ１０をボンディ
ングして電気的に接続する（図１ｃ）。このようにして形成したものをトランスファモー
ルド金型に装填し、半導体封止用エポキシ樹脂１１（日立化成工業（株）製、商品名：Ｃ
Ｌー７７００）を用いて各々封止する（図１ｄ）。その後、アウター接続部にはんだボー
ル１２を配置し溶融させ
（図１ｅ）、最後にパンチにより個々のパッケージに分離させる（図１ｆ）。
本実施例では０．０１５ｍｍ厚のダイボンドフィルムを用いたが、比較のためダイボンド
厚を変えたサンプルを作製し、吸湿リフロー試験（試験条件、温度：３０℃、湿度：７５
％、９６時間放置後、温度：２３０℃、ＩＲリフローを２サイクル）を実施した。その結
果、厚み０．０３０ｍｍ以下であれば、良好な耐リフロー性（リフローによる剥離、膨れ
、内部クラックがない）を示すことがわかった。また、同様に厚みを変えたサンプルを恒
温恒湿槽（条件、温度：８５℃、湿度：８５％）に放置し配線間（ライン／スペース：０
．０４０／０．０４０ｍｍ）の絶縁抵抗を調べた結果、ダイボンドフィルムの厚みが０．
００５ｍｍ未満になると１０００時間後の絶縁抵抗が急激に低下し、初期１０１ ２ オーム
に対して試験後１０２ オーム以下になり、ダイボンドフィルムの厚み０．００５ｍｍ以上
　では初期１０１ ２ オーム以上、試験後１０１ ２ オーム以上で絶縁抵抗の低下が見られな
かった。したがって、ダイボンドフィルムの厚みとしては０．００５ｍｍ以上かつ０．０
３０ｍｍ以下であることが望ましい。
また、比較のためダミーパターン７を設けてないサンプルを作製し、本実施例で作製した
サンプルとともに前述の吸湿リフロー試験を実施した。その結果、ダミーパターンを設け
てないサンプルでは、耐リフロー性を満足できなかった。
また、比較のため貫通穴（ａ）３、貫通穴（ｂ）４のないサンプルを作製し、本実施例で
作製したサンプルとともに前述の吸湿リフロー試験を実施した。その結果、いずれの貫通
穴を設けてないサンプルでも耐リフロー性を完全に満足しなかった。
【００１０】
【発明の効果】
半導体パッケージを、
ａ．絶縁性支持基板の一表面に複数組の配線（少なくとも半導体チップ電極と接続するイ
ンナー接続部及び半導体チップ搭載領域部を有す）を形成し、
ｂ．絶縁性支持基板の、絶縁性支持基板の配線が形成されている箇所であってインナー接
続部と導通するアウター接続部が設けらる箇所に開口を設け、
ｃ．配線の半導体チップ搭載領域部を含めて半導体チップが搭載される箇所に接着材を形
成し、
ｄ．半導体チップを、支持基板のインナー接続部が設けられている面に接着材を用いて接
着し、
ｅ．半導体チップ電極を基板のインナー接続部とワイヤーボンディングにより接続し、
ｆ．半導体チップの少なくとも半導体チップ電極面を樹脂封止して
製造する場合、支持基板の半導体チップ搭載領域に露出した配線があるので、通常のペー
スト状接着材（銀ペースト、無銀ペースト）を使用すると、半導体チップと配線がショー
トしてしまう恐れがある。このため半導体チップ搭載領域にレジスト等の絶縁材料を塗布
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した構造や、絶縁フィルムを貼った構造となるが、構造では多くの材料界面ができ、また
接着材のペーストが半導体チップ接着時にボイドを混入しやすいため、吸湿リフロー試験
で剥離やパッケージクラックが発生しやすく、信頼性を落とす原因になる。
また、配線パターンを均等にするために必要に応じてダミーパターンを配置するとよい。
これにより、配線が疎な部分の絶縁性接着フィルムの陥没を防止でき、絶縁性接着フィル
ムの平板性を維持して、チップと絶縁性接着フィルムとの間に空隙部が生じることを防止
し、したがって、接着フィルムとチップとの接着性を向上させることができる。これによ
り、耐リフロー性や長期信頼性を向上させることができる。
さらに、接着フィルム厚みを０．０３０ｍｍ以下と薄くすることでパッケージ内部の吸湿
の原因となる物質の体積を極力少なし、耐リフロー性を上げることができる。ただし、絶
縁抵抗の確保の観点から、厚みとして０．００５ｍｍ以上は必要であった。そして、この
ように絶縁フィルム厚０．００５ｍｍ以上０．０３０ｍｍ以下とすることによって信頼性
の高いパッケージが得られる。このような膜厚の正確な制御はフィルム状接着材を用いる
ことによって達成が容易になる。
さらに、絶縁性支持基板のフィルム状接着材が形成されている箇所に貫通穴
（ａ）は、絶縁基板にフィルム状接着剤を接着する際に、フィルム状接着材と絶縁基板の
間に空気をだきこむのを防止する。空気を抱込んだままチップを搭載して封止すると、前
述のリフロー工程において剥離やクラック等が生じて信頼性を落とす原因となる。またこ
の貫通穴は、リフロー工程においてその工程以前に接着フィルム等が吸湿した水分をこの
貫通穴から適正に放出させ、パッケージ内部で発生する剥離やクラックなどを防止できる
。
さらに、絶縁性支持基板の封止樹脂と接する箇所に少なくとも一つ以上の貫通穴（ｂ）を
設けることにより、封止工程で封止樹脂の一部がながれ支持基板と封止材との接着性を上
げる効果がある。これにより、耐リフロー性や長期信頼性、封止後のハンドリング性を向
上させることができる。
したがって、本発明によりパッケージクラックを防止し信頼性の高い小型半導体パッケー
ジの製造が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例を説明するための、半導体パッケージ製造工程を示す断面図で
ある。
【図２】本発明の一実施例の半導体パッケージ用チップ支持基板の平面図である。
【符号の説明】
１．ポリイミドボンディングシート　　　　　２．アウター接続部
３．貫通穴（ａ）　　　　　　　　　　　　　４．貫通穴（ｂ）
５．インナー接続部　　　　　　　　　　　　６．展開配線
７．ダミーパターン　　　　　　　　　　　　８．ダイボンドフィルム
９．半導体チップ　　　　　　　　　　　　　１０．金ワイヤ
１１．半導体封止用エポキシ樹脂　　　　　　１２．はんだボール
１３．接着フィルム搭載領域　　　　　　　　１４．封止領域
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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